Pictures to: Siemens Report 2: Crystal Lattice Defects in Integrated Silicon
Devices, in particular with respect to very large integration (VLSI)

Link to text of report 2
’ In what follows you find the pictures to the second report

& 1 will provide no text for pictures that are contained in the report and/or publication. Look it up there.
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Epitaxieschicht

Substrat

2bb.3 Bruchfléche einer Siliziumscheibe nach 15" Sirtl-Ztzung. Der Keim (K)
an der Spitze der Wachstumspyramide ist als flache Grube angedtzt.
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Abb.6 Wachstumsmulden a) zum Teil in Verbindung mit Stapelfehlern b) bei ersten
Versuchen der Niederdruckepitaxie, spezielle Keime fiir diese Defekte wurden
nicht gefunden.
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Abb.12 ROntgentopogramme von Scheiben, deren Isolationsoxig bei 10 bar Sauerstoff-
druck aufgewachsen wurde (Isolationsoxid abgeldst). Bei 750°C kann das aufwachsende
Oxid nicht flieBen, die VolumenvergriBerung fiihrt zu mSchanischen Spannungen und
dadurch zu vielen Oxid-Nitridrandversetzungen, bei 950°C Oxidationstemperatur werden
kaum Spannungen und so fast keine Versetzungen erzeugt

Abb.13 Rintgentopogramm einer 3"-Scheibe Abb.14 Oxid-Nitridrandversetzungen
mit Oxid-Nitridrandversetzungen (helle mit damage als Versetzungsquelle.
geradlinige Kontraste) vorwiegend in Nur die vom Kratzer getroffenen
Scheibenbereichen mit erhthter Dichte an Bauelemente haben Versetzungen.
Versetzungsquellen. Diese sind im Randbe- REM-Aufnahme nach 15" Sirtl-Atzung

tzungen, in den hellen
n") metallische Ver-
durch Pinzettenabrieb

a)

Abb.15 Rbntgentopogramme von Scheiben nach der Isolationsoxidation (Oxid abgeldst).
Die Scheibe in b) wurde vor der Siliziumepitaxie im Reaktor mit HCl iiberitzt.
Dadurch hat die Epischicht weniger Kristalldefekte, die als Versetzungsquellen
wirken und weniger Bauelemente die mit Oxid-Nitridrandversetzungen behaftet sind.
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Abb.l17 Entstehung und Vervielf#ltigung von Oxid-Nitridrandversetzungen aus
Gleltversetgungen gPos. 2-5) oder abgescherten Stapelfehlern (Pos. 6-8)
nach dem Prinzip einer single-ended Frank-Read-Quelle. Einzelheiten im Text

Abb.19 Bauelemente mit hohen
Nitridrandstapelfehlern, REM
15" Sirtl-Ktzung

. Abb.20 Versuch zur Vermeidung von Flankenstapelfehlern wdhrend der Isolations-—

oxidation, a), b) REM-Aufnahmen, c), d) schematische Darstellung, dabei ist ge-
strichelt der Zustand vor und ausgezogen der Zustand nach der Oxidation dargestellt.
Durch den Schutz der Flanke ( b),d) ) wird der Keimpunkt N fiir den Stapelfehler

von der Siliziuminsel weggeschoben. ONSF-Oxid-Nitridrandstapelfehler, Ox-Isolations—
oxid, FP-Schutzoxid an der Flanke der Siliziuminsel. Einzelheiten im Text.

Abb.21 Rdntgentopographische ProzeSverfolgung zur Entstehung der
scheidung, ProzeBablauf nach Tab.IV a)nach 1.0xidation,
c)nach Epitaxie

uerstoffaus—
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Abb.24 ROntgentopogramm einer 100 mm-Scheibe nach Hoch-
temperaturschritten, Sauerstoffausscheidungen in Wirbel-
mustern treten nur in verunreinigten Scheibenbereichen
( heller Kontrast ) auf

a)
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gramm b) Die Verscl
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